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Structurile cu straturi subtiri Cu/(As,S,), ,,(Bi,Se,), ,, au fost preparate prin eva-
porare termicd in vid. Straturile semiconductoare (As,S)),,,(Bi,Se,), ,, au fost depu-
se pe substrat de safir acoperit cu strat de ITO pentru studiul dependentei spectrale a

0,01
este In vecindtatea 445 nm, iar la raportul dintre fotocurent si curentul intuneric este

de 6,4. Straturi de Cu au fost depuse pe suprafata compusului (As,S,), ,(Bi,Se,), .
avand grosimea 1n intervalul de 20-25 nm in vederea studiului sensibilitatii in regiunea
radiatiilor X.

Studiul proceselor de difuzie a Cu in straturi semiconductoare a fost realizat fo-
losind instalatia cu tub de raze X (anod de Cu, 45 kV, 40 mA) si iradierea cu spectrul
integral 5-50 keV, schema fiind prezentata in Fig.1. Fascicolul de raze X este trecut prin
diafragmele (2) si proiectat prin masca (3) pe substrat cu semiconductorul sensibil (4).
Rata de dozaabsorbitamasuratadupamasca (3) a fost de 0,65 Gy/h.
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Fig.1. Instalatie experementala: 1. tub de raze X; 2. diafragma; 3. masca; 4. proba

233



Conferinta stiinfifica nagionald cu participare internationala ,, Integrare prin cercetare si inovare”
dedicata Zilei internationale a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

Transmisia optica a structurii studiate a fost masurata in intervalul spectral 400-
1000 nm pana la iradiere, dupa care s-au efectuat cicluri de iradiere cu raze X la intervale
de timp fixe. Ciclurile de iradiere la aceeasi putere a tubului de raze X si la intervale
de timp egale a avut loc pana la saturatia difuziei cuprului in stratul semiconductor.
Cresterea transmisiei optice ca urmare a difuziei Cu sub actiunea radiatiei X in stratul
semiconductor a fost: AT=0,6% pentru o doza totala de absorbtie de 0,48 Gy.

Pentru a studia difuzia Cu n structurd sub actiunea radiatiei laser A=447 nm, ci-
netica modificarii transmisiei in timpul procesului de inregistrare a fost masurata
la o lungime de unda a radiatiei laser de 635 nm. La iradierea filmelor subtiri de Cu/
(As,S,),4,(B1,Se,), , cu radiatie laser A=447 nm (expunerea H=76 cm?ml]), transmisia
optica a crescut cu AT=1,75%.

Spre deosebire de radiatia vizibild, radiatia X nu are acelasi efect semnificativ asu-
pra difuziei Cu in stratul (As,S,)  ,,(Bi,Se,), ;. Studiile ef fectuate in [1] au arétat efectul
neglijabil al iradierii cu raze X asupra structurii atomice sau electronice a structurii in
baza As,S, si efectul neglijabil al iradierii cu raze X asupra difuziei Ag in filmele Ag/
As,S,. Dupd cum a fost demonstrat in [1], difuzia indusa de radiatia XaAg este relativ
mai lentd decat difuzia la iluminarea cu fotoni de energie mai mici de latimea benzii
interzise, ceea ce este confirmat si de investigatiile din cercetdrile prezentate. Difuzia
de Cu in structura (As,S,), ,,(Bi,Se,), , sub actiunea razelor X poate fi explicata prin
prezenta Bi cu concentratie procentuala mica.

Efectul difuziei de Cu 1n straturi subtiri de (ASZS3)O‘99(BiZSe3)O,01 la iradiere curaze X
poate fi utilizat pentru Inregistrarea imaginilor in raze X. Prin contactare, o plasa de ala-
ma (4, Fig.1) a fost folositd in calitate de masca pentru inregistrarea imaginilor in raze X.
Dupa iradiere, la o0 doza absorbitd de 0,48 Gy, proba a fost tratatd chimic in solutie 5% de
NaOH. in Figura 2 (imaginea din stanga), este prezentati reteaua de alama si imaginea
retelei inregistrata 1n radiatii X dupa tratarea chimica (imaginea din dreapta).

Fig. 2. Imagini ale unei plase de alama (imagine din stanga) folosita in calitate de masca si
imaginea acesteia obtinutd prin tratarea chimica a structurii Cu/(As,S,), ,,(Bi,Se,), ,, dupd

. . 3)0,01
iradiere cu raze X

Concluzii. Structura multistrat Cu/(As,S,), ,,(Bi,Se,), ,, este sensibild nu numai in
regiunea vizibild a spectrului, ci si in domeniul razelor X. Difuzia Cu in structura Cu/
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(As,S,),06(B1,Se,), ,, sub actiunea razelor X modifica viteza de corodare chimica in zo-
nele iradiate n raport cu zonele neiradiate ale semiconductorului. Acest efect permite
inregistrarea imaginilor in raze X cu vizualizarea ulterioara a imaginilor folosind tratarea
chimica.
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